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l。 半导体砷化镓 (GaAs)楚 闪锌矿结构,Ga,As原 子在品胞屮的位置分别为 :
Ga (0,0,0)          (l/2,l/2,0)       (l/2,0ql/2)        (θ ,丨 /2,l/2)

As(l佴 ,l抑。l佴 )  (3佴 93佴 ,l佴 )  (3/4,l佴 ,3/4)   (l/0.3/4,3/4)

计算其结构囚子 F(hkl),并讨论其结构消光规律。

2, 金属 Nb为体心立方晶体,品格常数

列出可能存在的衍射峰的位置 (即 θ

a=0.329nm,∶仃俐 K(r×

俏)及相应f向衍射指数

肘线作 Nb粉木衍射实验 ,
(hkl),汁算前两个峰的相

对强度。
|

3.将 α-Fe(30%),Si(70%)的混合粉木球磨 50小时;球啐前丿Fi的 X肘线粉木衍射花样
如下图所示。谪标出各衍射峰的来源 (物相,衍射指数 )∶ 丿丨:讨 沦样丨Wl球磨前后的物相

变化。     ,
ck-Fe为体心立力∵品体,a=o.286hm:si为金刚亻氵结构,扩 0。
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